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図１　InGaN/GaN MQW 太陽電池の電流 ・ 電圧特性
　　　　（sample A-1 と A-2）

図２　InGaN/GaN MQW 太陽電池の電流 ・ 電圧特性
　　　　（sample B-1 と B-2）
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１．はじめに　酸化ガリウム（Ga2O3）は紫外領域か
ら可視光の全域にわたり透明度が高く、 ドーピングによ
り低抵抗な n 型導電性を容易に得ることができるため、
GaN 系可視 ・ 紫外 LED 用基板として期待されている
[1]。一方、III-V窒化物半導体は0.65eVから6.2eV
までの範囲でバンドギャップを制御でき太陽光スペクトル
のほぼすべてをカバーすることから、 超高効率太陽電池
用材料として広く研究されている [2,3]。 前回我々は
InGaN/GaN MQW 太陽電池構造を GaN/Ga2O3

基板および GaN 基板上に成長し、 前者の転位密度が
後者よりも２桁程度高いにもかかわらず、 その光学特性
がほぼ同等であることを報告した [4]。 今回、 太陽電
池セルを作製し、 その特性を比較したので報告する。
２．実験　MOCVD 法を用いて InGaN/GaN MQW
を吸収層とする太陽電池構造を (201)Ga2O3 基板
に Si ドープ GaN を成長したテンプレート基板および n
型 GaN 基板上に成長した。 太陽電池セルサイズは
2mm × 2mm とし、 AM1.5G(100mW/cm2) の光
照射下での太陽電池特性を評価した。
３．結果および考察　表１は今回作製した太陽電池
構造の MQW 構造を示したものである。 組成 ・ 層厚
は XRD のフィッティングより同定した。 これらのサンプルに

ついて AM1.5G 照射の有無による電流 ・ 電圧特性を
図１および図 2 に示す。 GaN 基板上の太陽電池セル
については光照射のない状態で通常のダイオード特性を
示し、 光照射下では太陽電池動作をしていることが確
認できた。 これに対し、 GaN/Ga2O3 テンプレート基板
上の太陽電池セルでは逆方向リーク電流が大きく、 ほと
んど整流特性が見られなかった。 光照射下でも光誘起
電流は見られるものの V=0(V) での電流はほとんど流れ
ておらず、 太陽電池動作をしていないことが確認された。
GaN 基板上太陽電池に比べ、GaN/Ga2O3 テンプレー
ト基板上の太陽電池では、 光学特性では遜色がないも
のの、 高密度に存在する転位を介したリーク等により電
気特性が劣化していることを示唆している。
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sample 基板
MQW構造

In組成 InGaN層厚
(nm)

GaN層厚
(nm) 井戸数

A-1 GaN 0.13 1.0 7.1 80

A-2 GaN/Ga2O3 0.13 1.2 7.3 80

B-1 GaN 0.15 2.0 7.1 40

B-2 GaN/Ga2O3 0.14 2.3 7.3 40

表１　試料水準と MQW 構造
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